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※概要（Summary）： 

Rib 型 Si/Ge 積層導波路を装荷した片持梁を変形させ

る事により Ge に歪みを印加し，Ge の吸収ｽﾍﾟｸﾄﾙ変化

を観察する事に成功した．また，梁上の電極と基板の

間の静電気引力により梁を変形させる事に成功した．

これらの方法を用いる事により，Si 上に集積化された

波長可変型の光変調器等の実現可能性が示された． 

 
※実験（Experimental）： 

高速大面積電子線描画装置を用いてSOI基板上にRib

型 Si 導波路の微細ﾊﾟﾀｰﾝを形成し，反応性ﾌﾟﾗｽﾞﾏｴｯﾁﾝ

ｸﾞ装置等を用いて導波路形状に加工した．また，超高

真空化学気層堆積装置を用いてSi導波路上にGeを堆

積した．これらの装置に加え，ｸﾘｰﾝﾄﾞﾗﾌﾄ，ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾀﾞｲ

ｻｰを用いることでSi/Ge積層導波路装荷梁および電極

付梁を作製し，光透過ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定装置，ﾏｲｸﾛﾌｫﾄﾙﾐﾈｯｾ

ﾝｽ測定装置等で評価を行った． 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

Rib 型 Si/Ge 積層導波路装荷梁を変形させ，Ge 近傍

に引張歪を与えると，無歪状態と比べ，吸収端が 40 

nm 長波長側に偏移することを確認した．これは引張

歪による Ge のﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ変化と考えられる．Ge の

動的歪によるﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ変化を実験的に確認したの

は，本成果が世界初である． 

本研究室での梁構造の過去の研究では，力学的強制変

位で歪を付与してきたが，実利用に向け，静電引力に

よる歪付与の検討を開始した．電極付梁を作製し，電

圧を印加することで，静電引力で梁構造を変形させる

ことに成功した．本ｻﾝﾌﾟﾙの作製にあたり，梁変形に

必要な電圧を下げ，かつ梁固定端付近に歪を集中させ

るため，梁に微細構造を付与している．これは高速大

面積電子線描画装置により実現できた成果である． 

   
図：作製した導波路装荷梁と電極付梁 

※その他・特記事項（Others）： 

今後は，前記の 2 つの成果を組み合わせ，Rib 型 Si/Ge

積層導波路を形成した梁に電極を形成し，静電駆動によ

るﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ変化の実験的確認を進める．同時に，更

なる低電圧駆動と高均一歪実現に向けた設計上の工夫

を盛り込み，低電圧・低消費電力での波長可変型の光変

調器等の実現可能性を示す予定である． 
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